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최근 전이금속 모노칼코게나이드 가 흥미로운 차원 반도체로 

떠오르고 있다 특히 는 층 두께에서 밴드갭 전이

와 함께 물질 층수에 강하게 의존하는 밴드 구조를 가지고 있다 이것은 

특이한 광학 및 전기적 특징을 유도하며 최근 활발히 연구되고 있다 또

한 으로 인한 외부 도핑 및 고유 스핀 분할을 활용하면 도핑 의존

성 엑시톤 방출의 특이한 성질 및 전자 스핀 텍스처를 측정할 가능성이 

있다 본 논문에서는 를 제

작하고 광발광 분광법과 자기광학 커 효과 분광법으로 의 광학 및 

전기적 특징의 도핑 의존성을 측정하였다
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